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V2O3 ナノ結晶における金属絶縁体転

移（MIT）とドーピングの関係を理解す

ることを目的に、Cr と Ti をそれぞれ 1%

ドープした V2O3ナノ結晶を合成した。図

１に Cr ドープナノ結晶の TEM 写真を示

す。図２は BL2C で測定した酸素 1s 励起

軟 X 線吸収スペクトルである。Cr ドープ

試料のバンド幅はノンドープ試料に比べ

て狭くなり、温度の変化によって吸収端

が約 0.2 eV 程シフトする。これは Cr ド

ープナノ結晶における MIT の発現を示し

ている [1]。図３は Ti ドープナノ結晶の

光電子スペクトルである。180 K と 80 K

で明瞭な MIT が示される。  

[1] Y. Ishiwata et al., Appl. Phys. Lett. 100, 043103 (2012). 
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